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※概要（Summary ）： 

3次元量子ドット太陽電池用多層膜PIN基板作成を

目指し、LP-CVD を用いて基板試作し、その薄膜層の

厚さが正確にコントロールされているか TEM および

SEM を用いて検討した。その結果、1nm 厚の SiO2

酸化膜、10nm 厚の poly-Si 膜の形成プロセスは全く

制御されていないことが分かった。 
※実験（Experimental）： 
多層トンネル接合型３次元量子ドット太陽電池用

基板を広島大学ナノデバイス・バイオ研究所の

LP-CVD 装置および TEM を用いて、図 1 のような構

造をした素子を試作し、評価した。 
P 型 Si 基板を用い、その上に、熱酸化による SiO2

膜(1nm 厚)、LP-CVD による poly-Si 層(10nm 厚)、
LP-CVD による SiO2 膜(1nm 厚)、LP-CVD による

poly-Si 層(10nm 厚)、LP-CVDによる SiO2膜(1nm 厚)、
LP-CVD による poly-Si 層(10nm 厚)、SiO2熱酸化膜

(1nm 厚)、これらを計、6 回繰り返し、poly-Si 層が 6
層の多層構造を形成した。さらに、この上にｐドープ

Si 層 (50nm
厚)を形成し、

概観としては、

PIN となるよ

うな太陽電池

基板を試作し

た。 
この太陽電

池基板の発電

特性は、発電量を見積もることができない素子特性で

あった(利用報告書 F-12-RO-0008)。この特性が出な

い素子の原因を追及することを目的に TEM 観察を行

った。  

※結果と考察（Results and Discussion）： 
図２に 300keV の透過型電顕（TEM）で観察した結果

を示す。6 層の基板を図 2(右図)に示す。Poly-Si 層と酸

化層が区別できないが 10nm 厚や 1nm 厚でないことは

確かであり、数 10nm あるいは数 100nm の厚さで形成

され、全体で約 3000nm となっており、設計での約

120nm 厚と比べると厚すぎる。このことは、この試料

の電気特性が絶縁物（利用報告書 F-12-RO-0008）である

ことと一致する。また、SEM 像と比べると、TEM 像と

良く一致することが分かった。 
※その他・特記事項（Others）： 
今後の課題：本評価では、ナノメートルオーダの評価

のチェックができなかった。ナノメートルオーダーの試

料を作り、TEM 評価が可能か検討する必要がある。 
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図１ 試作した多層トンネル接

合型 PIN 太陽電池基板の構造 

 

図 2 試作した多層トンネル接合型 PIN 基板の断面

TEM 像、1 層の場合(左図)、6 層の場合(右図) 


